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3.29 Non-linearità integrale (INL) calcolata dalla precedente simulazione,

nella configurazione di Figura (3.28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

3.30 Simulazione con pass-transistor nMOS raggruppati . . . . . . . . . . 81

3.31 Confronto tra caratteristica ideale e simulata con pass-gate . . . . . . 81
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